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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルス光を発光する回路であって、
　電圧発生回路と、
　発光素子と、
　前記電圧発生回路と前記発光素子を接続する回路配線と、
　前記回路配線に一端が接続されたチャージコンデンサと、
　前記発光素子への電圧印加のＯＮ／ＯＦＦを決定するスイッチング素子と
　を備え、
　前記回路配線は、パターン長（Ｌ）、パターン幅（Ｗ）、パターン厚（Ｈ）および１．
４ｎＨ以下のインダクタンス成分を有することで前記発光素子からのパルス光のパルス幅
２ｎｓにおける減衰値を３ｄＢ以下としたＰＣＢ配線であり、そのインダクタンス成分は
下記数１により計算され、
　前記発光素子は、２ｎｓ以下のパルス幅のパルス光を発光し、
前記Ｌは２．５ｍｍ以下、前記Ｗは０．５ｍｍ以上、前記Ｈは１８μｍ以上であることを
特徴とする発光回路。
【数１】
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パルス光の発光回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パルス光を用いた測距装置が知られている。図１の回路は、パルス測距を行う為の発光
部回路である（特許文献１参照）。この種の回路では、従来１０ｎＳ程度のパルス幅で発
光していた。この場合、本体の不要な内部反射によりレーザの干渉が起こり易く、測距値
の偏差が悪化する。この為、本体に干渉を回避させる為の光学機構を設ける必要が有り、
この事が本体のコストUPや小型化の妨げになっていた。
【０００３】
　他方で、２ｎＳ以下のパルス幅で光らせる事で、レーザの干渉性を抑える事が出来、レ
ーザ干渉回避用の光学機構を設けなくても高い精度の測距が可能となる。この場合、測距
精度を確保しつつ、本体小型化や部品削減による安価な製品構成が実現可能となる（特許
文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１３９２９５号公報
【特許文献２】特許３１６９０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図１の回路で２ｎＳのパルス光を発光させる場合、回路の配線パターンのインダクタン
スの影響で周波数特性が悪化し、２ｎＳ以下でパスル発光が出来なかった。本発明は、パ
ルス幅が２ｎＳ以下のパルス光の発光を行う技術の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、パルス光を発光する回路であって、電圧発生回路と、発光素
子と、前記電圧発生回路と前記発光素子を接続する回路配線と、前記回路配線に一端が接
続されたチャージコンデンサと、前記発光素子への電圧印加のＯＮ／ＯＦＦを決定するス
イッチング素子とを備え、前記回路配線は、パターン長（Ｌ）、パターン幅（Ｗ）、パタ
ーン厚（Ｈ）および１．４ｎＨ以下のインダクタンス成分を有することで前記発光素子か
らのパルス光のパルス幅２ｎｓにおける減衰値を３ｄＢ以下としたＰＣＢ配線であり、そ
のインダクタンス成分は下記数１により計算され、前記発光素子は、２ｎｓ以下のパルス
幅のパルス光を発光し、前記Ｌは３ｍｍ以下、前記Ｗは１ｍｍ以上、前記Ｈは１８μｍ以
上であることを特徴とする発光回路である。
【数１】

【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、パルス幅が２ｎＳ以下のパルス光の発光を行う技術が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】従来技術の回路図である。
【図２】本発明を利用した回路図である。
【図３】配線のインダクタンスの違いよる周波数と減衰値の関係を示すグラフである。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
（構成）
　図２には、発明を利用した発光回路１００が示されている。発光回路１００は、電源と
なる昇圧ブロック１０１、チャージコンデンサ１０２、発光素子であるレーザダイオード
１０３、スイッチング素子１０４を備えている。昇圧ブロック１０１から電圧を与え、チ
ャージコンデンサ１０２に電荷を蓄積した状態で、スイッチング素子１０４をＯＮにする
と、チャージコンデンサ１０２に蓄積された電荷がレーザダイオード１０３に一瞬流れ、
レーザダイオード１０３がパルス発光する。
【００１０】
　この際、レーザダイオード１０３に至る配線１０５のインダクタンスが発光パルス幅に
大きく影響する。図３には、配線１０５のインダクタンスの違いによる周波数（パルス幅
に対応）と減衰値の関係が示されている。図３から明らかなように、配線１０５のインダ
クタンスを１．４ｎＨ以下とすることで、パルス幅２ｎＳにおける減衰値を３ｄＢに抑え
られ、２ｎＳ発光を実現できる。
【００１１】
　以下、配線１０５のインダクタンスを１．４ｎＨ以下とする具体例について説明する。
一般に、ＰＣＢ配線パターンに対するインダクタンス成分（μＨ）は概略以下の式で求め
られる。なお、Ｌ：パターン長、Ｗ：パターン幅、Ｈ：パターン厚である。
【００１２】
【数１】

 
【００１３】
　従来の場合のパターンは、Ｌ＝７ｍｍ、Ｗ＝１ｍｍ、Ｈ＝１８μｍ程度であり、配線１
０５のインダクタンスは、４．４ｎＨ程度であった。本実施形態では、配線１０５をＷ＝
１ｍｍ、Ｈ＝１８μｍとした為、インダクタンスを１．４ｎＨ以下とするには、Ｌ＝３ｍ
ｍ以下とすればよいことが判る。
【００１４】
　以上述べたように、発光回路１００は、パルス光を発光する回路であって、電圧発生回
路である昇圧ブロック１０１と、発光素子であるレーザダイオード１０３と、回路配線１
０５と、回路配線１０５に一端が接続されたチャージコンデンサ１０２と、レーザダイオ
ード１０３への電圧印加のＯＮ／ＯＦＦを決定するスイッチング素子１０４とを備え、回
路配線１０５のインダクタンスは、１．４ｎＨ以下であり、レーザダイオード１０３は、
２ｎＳ以下のパルス幅のパルス光を発光することを特徴とする。回路配線１０５のインダ
クタンスを１．４ｎＨ以下とすることで、レーザダイオード１０３が２ｎＳ以下パルス幅
のパルス光を発光する際に、減衰値を３ｄＢ以下に抑えることができる。つまり２ｎＳ以
下のパルス発光を実現できる。
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【図１】

【図２】

【図３】



(5) JP 6799985 B2 2020.12.16

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１０－１３９２９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１８１９６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第３１６９０８２（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２０１６－１２７２１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１１１７８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－１１８２８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０９３６８９３６（ＵＳ，Ｂ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｓ　　７／４８　－　Ｇ０１Ｓ　　７／５１
              Ｇ０１Ｓ　１７／００　－　Ｇ０１Ｓ　１７／９５
              Ｇ０１Ｃ　　３／００　－　Ｇ０１Ｃ　　３／３２
              Ｈ０１Ｓ　　５／００　－　Ｈ０１Ｓ　　５／５０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

